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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貫通孔である開口部が形成されているデバイス基板と、前記デバイス基板の上方に戴置
された透光性部材と、前記透光性部材と向かい合うように前記デバイス基板の下方に戴置
された光学素子チップとを有する光学デバイスと、前記光学デバイスを実装している配線
基板とを備えた光学装置であって、
　下面の一部分に凹部を有するリードフレームが、前記下面のうち前記凹部が形成されて
いない部分を前記デバイス基板の下面において露出させるように、前記デバイス基板に埋
め込まれており、
　前記リードフレームの前記下面のうち前記デバイス基板の前記下面において露出してい
る部分には、前記凹部を挟むように内側端子部および外側端子部が存しており、前記外側
端子部は、前記内側端子部よりも前記開口部から離れた位置に配置されており、
　前記光学素子チップは、前記内側端子部と電気的に接続され、
　前記配線基板は、少なくとも前記光学素子チップを収容する収容部を有し、
　前記光学デバイスにおいて、前記外側端子部は前記配線基板に直接実装されている光学
装置。
【請求項２】
　貫通孔である開口部が形成されているデバイス基板と、前記デバイス基板の上方に戴置
された透光性部材と、前記透光性部材と向かい合うように前記デバイス基板の下方に戴置
された光学素子チップとを有する光学デバイスと、前記光学デバイスを実装している配線
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基板とを備えた光学装置であって、
　前記デバイス基板の厚み方向における厚みが薄い薄肉部と前記薄肉部を挟むように前記
薄肉部よりも厚い厚肉部とを有するリードフレームが、前記厚肉部の下面を前記デバイス
基板の下面において露出させるように、前記デバイス基板に埋め込まれており、
　前記デバイス基板の下面において露出する前記厚肉部の下面のうち開口部寄りには内側
端子部が存し、前記デバイス基板の下面において露出する前記厚肉部の下面のうち前記内
側端子部よりも開口部から離れた位置には外側端子部が存しており、
　前記光学素子チップは、前記内側端子部と電気的に接続され、
　前記配線基板は、少なくとも前記光学素子チップを収容する収容部を有し、
　前記光学デバイスにおいて、前記外側端子部は前記配線基板に直接実装されている光学
装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の光学装置において、
　前記外側端子部は、前記デバイス基板の下面と実質的に面一である、光学装置。
【請求項４】
　請求項１から３の何れか１つに記載の光学装置において、
　前記光学素子チップと前記内側端子部とを電気的に接続する接続部は、第一の封止材に
より封じられている、光学装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記収容部は、前記配線基板の表面に形成された凹部である、光学装置。
【請求項６】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記収容部には、さらに、半導体素子チップが収容されている、光学装置。
【請求項７】
　請求項１から４のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記収容部は、前記配線基板の表面に対して実質的に垂直に形成された貫通孔部である
、光学装置。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記収容部は、第二の封止材により封じられている、光学装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一つに記載の光学装置において、
　最大の厚みが、前記光学デバイスの最大の厚みと前記収容部が形成されていない部分の
前記配線基板の最大の厚みとの和よりも小さい、光学装置。
【請求項１０】
　請求項１から８のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記収容部には、前記光学素子チップへの光の侵入を阻止する光阻止部材が設けられて
いる光学装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の光学装置において、
　前記光阻止部材は、前記配線基板の一部である、光学装置。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の光学装置において、
　前記光阻止部材は、前記収容部を封じている、光学装置。
【請求項１３】
　請求項１から１１のいずれか一つに記載の光学装置において、
　前記デバイス基板は、平板状である、光学装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の光学装置において、
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　前記外側端子部は、前記光学素子チップの下面より上にある、光学装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学デバイス及び光学装置に関する。特に、光を放射または受光する光学素
子が形成されている光学素子チップを備えた光学デバイス及びその光学デバイスを備えた
光学装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光を放射または受光する光学素子を搭載している光学装置が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、図８に示すように、表面に凹部５０７を備えたプリント基板
（配線基板）５０１と、凹部５０７表面以外のプリント基板５０１の表面上に形成された
配線金属５０２と、凹部５０７表面に戴置され、半導体素子（光学素子）搭載部が樹脂封
止されてなる表面実装型半導体装置の樹脂部５０３と、外部リード５０４と、外部リード
５０４の一部であってプリント基板５０１表面に平行に形成されているとともに配線金属
５０２と接続する接合部５０５とを備えてなる半導体装置（光学装置）が開示されている
。この半導体装置では、表面実装型半導体装置の樹脂部５０３がプリント基板５０１の凹
部５０７に収容されているため、半導体装置の薄型化を図ることができる、と記載されて
いる。
【特許文献１】特開平１０－１３５３９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の半導体装置では、表面実装型半導体装置の樹脂部５
０３はプリント基板５０１の凹部５０７表面上に戴置されているだけである。すなわち、
表面実装型半導体装置の樹脂部５０３の表面は露出している。そのため、半導体装置の外
部から不要な光が侵入してしまう虞がある。ここで、不要な光とは、この半導体装置が受
光するべきでない光を意味し、またはこの半導体装置が放射するべきでない光を意味する
。
【０００５】
　半導体素子が受光素子などの光を受光する素子の場合、表面実装型半導体装置の樹脂部
５０３はこの不要な光を受光してしまう。そして、受光素子を搭載した半導体装置では、
半導体素子で受光された光を用いて画像解析処理などを行う場合が多い。そのため、受光
された光が不要な光を含んでいれば、この半導体装置は画像解析などの解析を正しく行え
ないなどの問題点が生じてくる。
【０００６】
　半導体素子が発光素子などの光を放射する素子の場合、不要な光は半導体素子などの表
面で反射されて、半導体素子が放射した光と混ざり合って、半導体装置の外部へ出射して
しまう。そして、発光素子を搭載した半導体装置では、半導体素子から放射された光をデ
ータ書き込み用の光源などに用いる場合が多い。そのため、半導体素子から放射された光
が不要な光を含んでいれば、所望とする光を得ることができず、データをデータ保存媒体
に正しく書き込めないなどの問題点が生じてくる。
【０００７】
　以上より、この半導体装置を画像解析処理などに用いれば所望とする光を受光すること
ができず、この半導体装置をデータ書き込み用の光源などに用いれば所望とする光を放射
することができない。よって、高い解析精度などが要求されるビデオカメラ、デジタルカ
メラ、デジタルスチルカメラなどにこの半導体装置を内蔵させることはできない。
【０００８】
　また、最近では、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルスチルカメラなどの薄型化
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が要求されているため、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルスチルカメラなどに搭
載される半導体装置の薄型化が要求されている。
【０００９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、装置への
不要な光の侵入を防止できるとともに装置の薄型化を図ることができる光学デバイス及び
光学装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の光学デバイスは、表面に対して実質的に垂直に延びて貫通している開口部が形
成されているデバイス基板と、前記デバイス基板内に埋め込まれている埋込部と該埋込部
から延びて前記デバイス基板から露出している端子部とを備えている導電部と、前記開口
部の第１開口を覆う透光性部材と、前記開口部の第２開口を覆って設けられており、前記
導電部と電気的に接続されているとともに光を放射または受光する光学素子が前記透光性
部材と対向している面に形成されている光学素子チップと、を備え、前記端子部は、前記
デバイス基板表面と実質的に面一であり、配線基板に直接実装される実装部である。
【００１１】
　本発明の光学デバイスにおいて、開口部が表面に対して実質的に垂直に延びて形成され
ているとは、開口部が数学的に厳密な意味で垂直に延びて形成されているのみならず、数
学的に厳密な意味での垂直な方向から若干ずれた方向をも含まれる。
【００１２】
　また、本発明の光学デバイスにおける透光性部材の透光性とは光を７０％以上透過する
という意味であり、好ましくは８０％以上の光を透過するという意味であり、さらに好ま
しくは９０％以上の光を透過するという意味である。
【００１３】
　また、本発明の光学デバイスにおける光学素子とは、ＣＣＤ（charge-coupled device)
等の固体撮像素子、ＣＭＯＳ（complementary metal oxide semiconductor）、複数の受
光素子が離散的に配置されたもの、発光素子などを挙げることができる。そして、光学素
子が固体撮像素子である場合には、光学デバイスは固体撮像デバイスである。また、光学
素子が受光素子または発光素子である場合には、光学デバイスは受光デバイスまたは発光
デバイスである。
【００１４】
　また、本発明の光学デバイスにおいて、端子部がデバイス基板表面と実質的に面一であ
るとは、端子部とデバイス基板表面とが厳密に面一であることを意味するだけでなく、端
子部がデバイス基板表面から１０μｍ程度突出して設けられていてもよく、端子部がデバ
イス基板表面から１０μｍ程度内部に設けられていてもよい。
【００１５】
　また、本発明の光学デバイスにおいて、実装部が配線基板に直接実装されるとは、文字
通りに厳格な意味のみならず、光学デバイスを配線基板の表面に固定するためにのみ用い
る半田などの導電性接着剤などを介して、実装部が配線基板に実装されることをも意味す
る。すなわち、光学デバイスを配線基板の表面に固定するために必要な接着剤の量より多
くの量の接着剤が実装部に塗布されていないことを意味する。
【００１６】
　また、本発明の光学デバイスでは、光学素子から放射された光は、板状部材の開口部を
通過後、透光性部材を透過して光学デバイスの外部へ放射される。また、本発明の光学デ
バイスで受光される光は、透光性部材を透過して光学デバイスの内部へ入射された後、板
状部材の開口部を通過して光学デバイスで受光される。
【００１７】
　そして、本発明の光学デバイスでは、前記光学素子と前記導電部との電気的接続部は、
封止材により封じられていることが好ましい。
【００１８】
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  本発明の第１の光学装置は、表面に対して実質的に垂直に延びて貫通している開口部が
形成されているデバイス基板と、該開口部の第１開口を覆う透光性部材と、該開口部の第
２開口を覆って設けられているとともに光を放射または受光する光学素子が該透光性部材
と対向している面に形成されている光学素子チップとを備えている光学デバイスと、前記
光学デバイスを実装している配線基板とを備え、前記光学素子チップは、前記配線基板が
備えている収容部に収容されている。
【００１９】
　本発明の第２の光学装置は、表面に対して実質的に垂直に延びて貫通している開口部が
形成されているデバイス基板と、該デバイス基板内に埋め込まれている埋込部と該埋込部
から延びて該デバイス基板から露出している端子部とを備えている導電部と、該開口部の
第１開口を覆う透光性部材と、該開口部の第２開口を覆って設けられており、該導電部と
電気的に接続されているとともに光を放射または受光する光学素子が前記透光性部材と対
向している面に形成されている光学素子チップとを備えている光学デバイスと、前記光学
デバイスが実装されており、少なくとも前記光学素子チップが収容されている収容部を備
えている配線基板とを備え、最大の厚みが、前記光学デバイスの最大の厚みと前記収容部
が形成されていない部分の前記配線基板の最大の厚みとの和よりも小さい。
【００２０】
　第２の光学装置において、光学装置の厚みとは、光学デバイスが配線基板に実装された
状態における配線基板の裏面と透光性部材の表面との間の距離を意味する。また、光学デ
バイスの厚みとは、光学素子チップの裏面と透光性部材の表面との距離を意味する。また
、収容部が形成されていない部分の配線基板の厚みとは、配線基板の裏面と配線基板の表
面との距離、すなわち、配線基板の厚みを意味する。なお、デバイス基板、透光性部材、
光学素子チップ及び配線基板などが、それぞれ、同一の厚さを有していない場合もあるた
め、最大の厚みとしている。すなわち、光学素子チップが配線基板の収容部に収容されて
いるために、本発明の光学装置の最大の厚みは、光学デバイスの最大の厚みと配線基板の
最大の厚みとの和よりも小さな値を示す。
【００２１】
　本発明の第３の光学装置は、表面に対して実質的に垂直に延びて貫通している開口部が
形成されているデバイス基板と、該デバイス基板内に埋め込まれている埋込部と該埋込部
から延びて該デバイス基板から露出している端子部とを備えている導電部と、該開口部の
第１開口を覆う透光性部材と、該開口部の第２開口を覆って設けられており、該導電部と
電気的に接続されているとともに光を放射または受光する光学素子が前記透光性部材と対
向している面に形成されている光学素子チップとを備えている光学デバイスと、前記光学
デバイスが実装されており、少なくとも前記光学素子チップが収容されている収容部を備
えている配線基板とを備え、前記収容部には、前記光学素子チップへの光の侵入を阻止す
る光阻止部材が設けられている。そして、前記光阻止部材は、前記配線基板の一部であっ
てもよく、前記収容部を封じている封止材であってもよい。なお、光阻止部材により光学
装置への侵入が阻止される光は、この光学装置が受光するべきでない光、またはこの光学
装置が放射するべきでない光である。以下、この光のことを不要な光という。
【００２２】
　本発明の第１、２及び３の光学装置において、実質的にという語句の意味と、実装部が
配線基板に直接実装されるという語句の意味とは上述の通りである。
【００２３】
　また、本発明の第１、２及び３の光学装置における光学素子は上述の通りである。そし
て、光学素子が固体撮像素子である場合には、光学装置は固体撮像装置である。また、受
光素子または発光素子である場合には、光学装置はＤＶＤ，ＣＤ，ＭＤなどを備えたシス
テムに用いられる光ピックアップである。
【００２４】
　また、本発明の第１、２及び３の光学装置において、収容部は光学素子チップよりも大
きいことが好ましい。
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【００２５】
　また、本発明の第１、２及び３の光学装置において、前記光学素子と前記導電部との電
気的接続部は、封止材により封じられていることが好ましい。ここでいう光学素子と導電
部との電気的接続部の意味は、上述の通りである。
【００２６】
　また、本発明の第１、２及び３の光学装置のある好適な実施形態において、前記収容部
は、前記配線基板の表面に形成された凹部である。この場合、第３の光学装置における光
阻止部材は、配線基板の一部である。さらに、この凹部からなる収容部が収容部封止材で
封じられていれば、光阻止部材は配線基板の一部とこの収容部封止材とである。そして、
この場合、前記収容部には、さらに、ＤＳＰ（digtal signal processor）などの半導体
素子チップが収容されていることが好ましい。本発明の第１、２及び３の光学装置のまた
別の好適な実施形態において、前記収容部は、前記配線基板の表面に対して実質的に垂直
に形成された貫通孔部である。そして、この場合、前記貫通孔部は、貫通孔部封止材によ
り封じられていることが好ましく、第３の光学装置における光阻止部材はこの貫通孔部封
止材である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の光学デバイスを配線基板に実装すると、製造された光学装置への不要な光の侵
入を防止できるとともにその装置を薄型化できる。そのため、本発明の光学デバイスは、
光学装置への不要な光の侵入を防止できるとともに光学装置を薄型化できる。
【００２８】
　本発明の光学装置は、その装置への不要な光の侵入を防止できるとともに装置を薄型化
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は以下に示す
実施形態に限定されない。
【００３０】
　　（第１の実施形態）
　第１の実施形態では、図１、２、３及び４を用いて、光学デバイス１の構造、光学装置
１００の構造、光学デバイス１の製造方法及び光学装置１００の製造方法を示す。なお、
図１は光学デバイス１の構造を示す図であり、図２は光学装置１００の構造を示す断面図
であり、図３は光学デバイス１の製造工程を示す断面図であり、図４は光学デバイス１の
製造工程の一部を示す断面図である。また、図１（ｂ）は光学デバイス１の裏面図であり
、図１（ａ）は図１（ｂ）におけるＩＡ－ＩＡ線における断面図である。
【００３１】
　　－光学デバイス１の構造と光学装置１００の構造－
　まず、光学デバイス１の構造を示す。
【００３２】
　本実施形態における光学デバイス１は、図１に示すように、表面に対して実質的に垂直
に延びて貫通している開口部２が形成されているデバイス基板１０と、開口部２の第１開
口を覆う透光性部材６と、開口部２の第２開口を覆って設けられており光を放射または受
光する光学素子が形成されている光学素子チップ５とを備えている。そして、光学素子チ
ップ５は光学素子が形成されている面（以下、「光学素子形成面」という。）５ａを備え
、この光学素子形成面５ａが透光性部材６と対向するように光学素子チップ５は配置され
ている。さらに、光学デバイス１は、光学素子と電気的に接続されている導電部１２を備
えている。また、光学素子チップ５と開口部２の周辺部との間の空隙は第１シール樹脂（
封止材）７により封止され、また、透光性部材６と開口部２の周辺部との間の空隙は第２
シール樹脂１５により封止されている。
【００３３】
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　デバイス基板１０は、エポキシ樹脂などの可塑性樹脂またはセラミックなどからなる。
また、デバイス基板１０には、光学デバイス１のＸ・Ｙ方向の中心位置を定める基準とな
る２つの位置決め用穴１０ａ，１０ａが形成されていて、後述する光学デバイス１の製造
工程における光学素子チップ５搭載時の基準位置や、光学装置に対してレンズなどの光学
系を収納した鏡筒を取り付けるときにその鏡筒の取り付け位置の基準として利用される。
ここで、この位置決め用穴１０ａが２カ所以上あれば光学デバイス１の中心位置がわかる
ため、位置決め用穴１０ａは２カ所以上あることが好ましい。
【００３４】
　透光性部材６は、光を７０％以上透過する部材、好ましくは８０％以上の光を透過する
部材、さらに好ましくは９０％以上の光を透過する部材からなる。例えば、ガラス、透明
プラスチックなどである。
【００３５】
　光学素子チップ５には、ＣＣＤ等の固体撮像素子、複数の受光素子が離散的に配置され
たもの、発光素子のうちのいずれか一つの光学素子が形成されている。そして、光学素子
形成面５ａは透光性部材６と対向している。そのため、光学素子が光を放射する素子であ
れば、その光学素子から放射された光はデバイス基板１０の開口部２を通過して透光性部
材６を透過して光学デバイス１の外部へ出射される。また、光学素子が光を受光する素子
であれば、光学素子で受光される光は透光性部材６を透過することにより光学デバイス１
へ入射され、デバイス基板１０の開口部２を通過して光学素子で受光される。
【００３６】
　また、この光学素子形成面５ａの外周部には電極パッド５ｂが電気的に接続されており
、電極パッド５ｂの表面にはバンプ（突起電極）８が電気的に接続されている。
【００３７】
　導電部１２は、デバイス基板１０内に埋め込まれている埋込部と埋込部から延びてデバ
イス基板１０から露出している端子部とで構成されている。埋込部は、デバイス基板１０
の表面と略平行に延びて設けられてなる導電幹部と、導電幹部から光学素子チップ５に近
づく方向（第２開口に近づく方向）に延びて設けられてなる導電枝部とで構成されている
。導電枝部は内側導電枝部１２ａと外側導電枝部１２ｂとで構成されており、この順に開
口部２から遠ざかる位置に設けられている。内側導電枝部１２ａの一方の端及び外側導電
枝部１２ｂの一方の端は上述のように導電幹部と一体となっており、内側導電枝部１２ａ
の他方の端にはバンプ８が電気的に接続されている。
【００３８】
　そして、外側導電枝部１２ｂの他方の端は、デバイス基板１０から露出している。すな
わち、外側導電枝部１２ｂの他方の端が、導電部１２の端子部であり、後述の配線基板１
０１に直接実装される実装部１４である。このように、光学デバイス１は実装部１４を備
えているため、光学デバイス１を後述の配線基板１０１に実装すると、光学装置１００の
厚みを比較的薄くすることができる。
【００３９】
　また、上述のように、第１シール樹脂７により光学素子チップ５と開口部２の周辺部と
の間の空隙は封止され、これにより、光学素子と導電部１２との電気的接続部が封止され
る。また、第２シール樹脂１５により透光性部材６と開口部２の周辺部との間の空隙は封
止される。以上より、光学デバイス１内へ不要な光が侵入してしまう虞は極めて低い。ま
た、第１シール樹脂７により光学素子チップ５はデバイス基板１０に固定され、第２シー
ル樹脂１５により透光性部材６はデバイス基板１０に固定される。
【００４０】
　次に、光学装置１００の構造を示す。
【００４１】
　本実施形態における光学装置１００は、図２に示すように、上述の光学デバイス１と、
表面に凹部からなる収容部１０１ａが形成されている配線基板１０１とを備えてなる。そ
して、この収容部１０１ａには光学素子チップ５などが収容されている。また、光学デバ
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イス１の実装部１４が配線基板１０１の表面に直接実装されている、具体的には、導電性
接合部材６１を介して実装部１４と配線基板１０１とが電気的に接続されている。このと
き、導電性接合部材６１の量は、実装部１４と配線基板１０１とを電気的に接続するため
に最小限必要な量であることが好ましい。
【００４２】
　近年、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルスチルカメラなどの薄型化が要求され
ているため、これらに内蔵される光学デバイスや光学装置の薄型化が要求されている。
【００４３】
　一般に、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルスチルカメラなどには、半田ボール
が実装部に電気的に接続されている光学デバイス（以下、「従来の光学デバイス」という
。）を略平板状の配線基板に実装してなる光学装置（以下、「従来の光学装置」という。
）が内蔵されている。しかし、この従来の光学装置は、半田ボールの径だけ余分な高さを
有することとなってしまう。また、半田ボールを設ける１つの理由は光学素子チップを配
線基板表面から離して設けるためであるので、半田ボールの径を小さくすることもできな
い。よって、従来の光学装置では、最大の厚みが従来の光学デバイスの最大の厚みと配線
基板の最大の厚みとの和よりも大きい。そのため、従来の光学装置を薄型にすることは難
しい。
【００４４】
　一方、本実施形態の光学デバイス１は、上述のように、配線基板１０１に直接実装され
る実装部１４を備えている。すなわち、光学デバイス１の外側導電枝部１２ｂの他方の端
には半田ボールが設けられていない。そのため、光学デバイス１を用いれば、従来の光学
装置に比べて、半田ボールの径分の余分な高さを有しない光学装置を製造できる。よって
、光学デバイス１は、光学装置の薄型化を図ることができる光学デバイスである。
【００４５】
　また、この光学デバイス１を実装する配線基板１０１は収容部１０１ａを備えており、
収容部１０１ａには光学素子チップ５などが収容されている。そのため、光学装置１００
の最大の厚みは、光学デバイス１の最大の厚みと配線基板１０１の最大の厚みとの和より
も小さい。以上より、光学装置１００は、従来の光学装置に比べて薄型化を図ることがで
きる。具体的には、光学装置１００の厚みを０．２ｍｍ以上０．８ｍｍ以下という範囲内
にすることができる。以上より、ビデオカメラなどにこの光学デバイス１及び光学装置１
００を内蔵すれば、このビデオカメラなどを薄型にできる。
【００４６】
　さらに、本実施形態における光学デバイス１では、上述のように、不要な光の侵入を阻
止できる。よって、光学素子が光を受光する素子であれば、その光学素子で受光された光
を用いて画像処理などの解析を正しく行うことができる。また、光学デバイス１へ侵入し
てしまった不要な光が光学素子の表面などで反射されて光学デバイス１の外部へ放射され
てしまうことはないため、光学素子が光を放射する素子であれば、所望の光のみを光学デ
バイス１の外部へ放射できる。従って、本実施形態における光学デバイス１は、特許文献
１に記載の半導体素子を搭載してなる半導体デバイスに比べて、優れた画像処理精度を示
したり、所望とする特性を示す光を放射することができる。
【００４７】
　また、本実施形態における光学装置１００では、収容部１０１ａの周囲の配線基板が光
阻止部材として作用する。そのため、本実施形態における光学装置１００は、特許文献１
に記載の半導体装置に比べて、優れた画像処理精度などを示したり、所望とする特性を示
す光を放射することができる。
【００４８】
　なお、この光学デバイス１を実装する配線基板１０１は収容部１０１ａを備えているた
め、従来の光学装置と同様、光学素子チップ５を配線基板１０１の表面から離して設ける
ことができる。
【００４９】
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　　－光学デバイス１の製造工程－
　まず、図３（ａ）に示す工程で、配線パターンが形成されたリードフレーム５２を封止
テープ２０の上に載置する。このとき、リードフレーム５２の大部分は、その下部にハー
フエッチ又はプレスされてなる凹部が設けられ、内側導電枝部１２ａ及び外側導電枝部１
２ｂとなる部分だけが凹部の底面から下方に突出した構造となっている。これにより、封
止テープ２０にリードフレーム５２が戴置されてなるリードフレーム材が形成される。な
お、このリードフレーム５２が上述の導電部１２となる。
【００５０】
　次に、図３（ｂ）に示す工程で、モールド工程を行なう。この工程の詳細を図４（ａ）
，（ｂ）に示す。この工程では、まず、上述のリードフレーム材をモールド金型３０に装
着する。このとき、モールド金型３０は、図４（ａ）では一体として記載しているが、略
平板からなる下側金型と下側金型を覆う上側金型とからなる。そして、上側金型は、１つ
の表面に形成された２つのダイキャビティ３０ａ，３０ａと、各ダイキャビティ３０ａ間
を隔てる仕切部３０ｂと、各ダイキャビティ３０ａ内にそれぞれ設けられたピン部材３０
ｃ，３０ｃとを備えてなる。ここで、仕切部３０ｂは開口部２となる部分であり、ピン部
材３０ｃ，３０ｃはそれぞれ位置決め用穴１０ａ，１０ａとなる部分である。そして、リ
ードフレーム５２を上にして上述のリードフレーム材を下側金型の表面に設置し、ダイキ
ャビティ３０ａが形成されている面を下方に向け、且つ、リードフレーム材を覆うように
上側金型を設置する。次に、図４（ｂ）に示すように、エポキシ樹脂などの可塑性樹脂を
モールド金型３０のダイキャビティ３０ａに充填させる。このとき、可塑性樹脂は仕切部
３０ｂとピン部材３０ｃ，３０ｃとには充填されない。そして、可塑性樹脂が固着したら
モールド金型を取り外し、リードフレーム材から封止テープ２０を剥がす。これにより、
リードフレーム５２が埋め込まれてなる成形体５０が形成される。このとき、内側導電枝
部１２ａの一部及び外側導電枝部１２ｂの一部は露出しており、外側導電枝部１２ｂの露
出している部分が実装部１４である。なお、内側導電枝部１２ａの露出している部分には
、後述の図３（ｄ）に示す工程でバンプ８などが設けられる。
【００５１】
　続いて、図３（ｃ）に示す工程で、上下反転させて成形体５０を設置する。
【００５２】
　そして、図示しないが、ブレードにより、成形体５０の相隣接する光学デバイス形成領
域間の境界部分を切り込み部の中央部分で切断して、成形体５０を個々の光学デバイスに
分割する。これにより、配線１２が埋め込まれてなるデバイス基板１０が形成される。
【００５３】
　その後、図３（ｄ）に示す工程で、光学素子チップ５の光学素子形成面５ａを下方に向
けて、実装部１４が存在している面側の開口（第２開口）を覆うように光学素子チップ５
を搭載する。このとき、内側導電枝部１２ａの露出している部分（内側導電枝部１２ａの
他方の端）の上にバンプ８を設けて、バンプ８の上に光学素子チップ５の電極パッド５ｂ
を設けてバンプ８と電極パッド５ｂとをフリップチップ接続する。なお、光学素子チップ
５を設置するとき、デバイス基板１０に設けられた位置決め用穴１０ａを基準にして光学
素子チップ５の位置決めを行なえば、デバイス基板１０に対してすなわち光学デバイス１
に対して光学素子チップ５を所望の方向に設置できる。
【００５４】
　それから、図３（ｅ）に示す工程で、第１シール樹脂７を用いて、内側導電枝部１２ａ
、バンプ８及び電極パッド５ｂを封じる。これにより、光学素子と導電部１２との電気的
接続部が封止される。すなわち、第１シール樹脂７により、光学素子チップ５と開口部２
の周辺部との間の空隙が封止される。
【００５５】
　そして、図３（ｆ）に示す工程で、図３（ｅ）に示す工程で形成された形成体を上下反
転させて配置し、開口部２の覆われていない側の開口（第１開口）を覆って透光性部材６
を載置する。そして、第２シール樹脂１５を用いて、透光性部材６と開口部２の周辺部と
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の間の空隙を封止する。以上より、光学デバイス１が製造される。
【００５６】
　その後、図示していないが、凹部からなる収容部１０１ａを備えた配線基板１０１に光
学デバイス１を実装する。このとき、光学デバイス１の発光素子チップ５などを収容部１
０１ａに収容させるとともに、半田などの導電性接合部材６１を用いて実装部１４と配線
基板１０１とを電気的に接続する。以上より、光学装置１００が製造される。
【００５７】
　そして、光学デバイス１は半田ボールを備えていないため、従来の光学デバイスに比べ
て、光学デバイス１の製造コストを低く抑えることができるとともに光学デバイス１の製
造時間を短縮できる。同様に、従来の光学装置に比べて、光学装置１００の製造コストを
低く抑えることができるととｔもに光学装置１００の製造時間を短縮できる。
【００５８】
　　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、図５及び６を用いて、光学装置２００の構造と光学装置２００の
製造方法とを示す。なお、図５は光学装置２００の構造を示す断面図であり、図６は光学
装置２００の製造工程を示す断面図であり、これらの断面図は図１（ｂ）におけるＩＡ－
ＩＡ線における断面図である。
【００５９】
　本実施形態における光学デバイスは上記実施形態１における光学デバイス１と略同一で
ある。そのため、ここでは、光学デバイスの構造及びその製造方法の説明を省略する。
【００６０】
　　－光学装置２００の構造－
　本実施形態における光学装置２００は、図５に示すように、上記実施形態１における光
学デバイスと、貫通孔部からなる収容部２０１ａ（図６（ａ）に図示）が形成されている
配線基板２０１とを備えてなる。そして、この収容部２０１ａには光学素子チップ５など
が収容されているとともに、封止材（貫通孔部封止材）２０２で封じられている。このよ
うに、封止材２０２を用いて収容部２０１ａを封じることにより、光学素子チップ５は収
容部２０１ａ内で固定され、また、不要な光が収容部２０１ａを通って光学装置２００内
へ侵入してしまうことはない。すなわち、本実施形態では、封止材２０２が光阻止部材で
ある。また、光学装置２００では、上記実施形態１における光学装置１００と同じく、導
電性接合部材６１を介して実装部１４と配線基板２０１とが電気的に接続されている。
【００６１】
　　－光学装置２００の製造工程－
　まず、図６（ａ）に示す工程で、貫通孔部からなる収容部２０１ａを備えてなる配線基
板２０１に、上記実施形態１で記載された製造工程に従って製造された光学デバイス１を
実装する。このとき、収容部２０１ａに光学素子チップ５などを収容させる。また、導電
性接合部材６１を用いて、光学デバイス１の実装部１４と配線基板２０１とを電気的に接
続する。なお、実装部１４には、光学デバイス１を配線基板２０１上に実装させるためだ
けに必要な量の導電性接合部材６１を塗布する。
【００６２】
　そして、図６（ｂ）に示す工程で、貫通孔部からなる収容部２０１ａを封じる。このと
き、収容部２０１ａを上に向け、ノズル７５から供給される封止材２０２を用いて収容部
２０１ａを封じる。これにより、本実施形態における光学装置２００を製造することがで
きる。
【００６３】
　本実施形態における光学装置２００と上記実施形態１における光学装置１００とでは、
配線基板の収容部の形状を異にするのみである。上記実施形態１では、厚さが光学素子チ
ップ５よりも分厚い収容部１０１ａを配線基板１０１に形成しなければならない。一方、
配線基板２０１では表面に貫通孔部を設けることにより収容部２０１ａを形成することが
できるため、配線基板２０１が光学素子チップ５よりも分厚くてもよいし、光学素子チッ
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プ５が配線基板２０１よりも分厚くてもよい。以上より、光学装置２００は、光学装置１
００に比べて容易に設計できる。
【００６４】
　　（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、図７を用いて、光学装置３００の構造と光学装置３００の製造方
法とを示す。なお、図７は光学装置３００の構造を示す断面図であり、この断面図は図１
（ｂ）のＩＡ－ＩＡ線における断面図である。
【００６５】
　本実施形態における光学デバイスは上記実施形態１における光学デバイス１と略同一で
ある。そのため、ここでは、光学デバイスの構造及びその製造方法の説明を省略する。
【００６６】
　　－光学装置３００の構造－
　本実施形態における光学装置３００は、図７に示すように、上記実施形態１における光
学デバイスと、凹部からなる収容部（不図示）が形成されている配線基板３０１とを備え
てなる。そして、この収容部には、光学素子チップ５とＤＳＰなどの半導体素子チップ３
０３とが収容され、封止材（収容部封止材）２０２で封じられている。ここで、収容部の
表面には複数箇所の配線３０２，３０２，…が設けられており、半導体素子チップ３０３
の表面には複数箇所の配線３０３ａ，…が設けられている。また、収容部の各配線３０２
と半導体素子チップ３０３の各配線３０３ａとは、それぞれワイヤボンドやフリップチッ
プ接続などにより電気的に接続されている。そして、光学素子チップ５が収容部に収容さ
れているとともに封止材２０２により封止されているため、不要な光が光学装置３００へ
侵入してしまう虞は極めて低い。すなわち、本実施形態では、収容部の周囲の配線基板と
封止材２０２とが光阻止部材である。また、光学装置３００では、上記実施形態１におけ
る光学装置１００と同じく、導電性接合部材６１を介して実装部１４と配線基板３０１と
が電気的に接続されている。
【００６７】
　　－光学装置３００の製造工程－
　図示していないが、まず、貫通孔部からなる収容部を備えてなる配線基板３０１に、半
導体素子チップ３０３を実装させる。このとき、半導体素子チップ３０３の各配線３０３
ａと収容部の各配線３０２とをそれぞれ電気的に接続して、半導体素子チップ３０３を収
容部に収容させる。
【００６８】
　次に、封止材２０２を用いて収容部を封じる。これにより、収容部内において、半導体
素子チップ３０３が固定される。
【００６９】
　続いて、上記実施形態１に記載した方法に従って製造された光学デバイスを配線基板３
０１上に実装させる。このとき、実装部１４に必要最低量の導電性接合部材６１を塗布す
るとともに、収容部を封じた封止材２０２の表面上に光学素子チップ５を戴置させて光学
デバイスを配線基板３０１に実装する。これにより、光学素子チップ５は収容部に収容さ
れ、本実施形態における光学装置３００を製造できる。
【００７０】
　本実施形態における光学装置３００は半導体素子チップ３０３としてＤＳＰを内蔵して
いるため、上記実施形態１及び２の光学装置１００，２００に比べて高速に画像処理など
を行うことができる。
【００７１】
　　（その他の実施形態）
　本発明は、上記実施形態１、２及び３について、以下のような構成としてもよい。
【００７２】
　デバイス基板１０に設けられている位置決め用穴１０ａの代わりに、デバイス基板１０
の外周部に位置決め用段差部を設けてもよい。この位置決め用段差部は位置決め用穴１０
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ａと略同一の機能を奏する。
【００７３】
　また、光学デバイス１の製造工程では、図３（ｅ）に示す光学素子チップ５をデバイス
基板１０に取り付けた後に個々の光学デバイスに分割してもよいし、図３（ｆ）に示す透
光性部材６をデバイス基板１０に取り付けた後に個々の光学デバイスに分割してもよい。
【００７４】
　また、デバイス基板１０と配線基板１０１との間の空隙にも、シール樹脂が設けられて
いることが好ましい。この空隙にもシール樹脂が設けられていれば、光学装置１００内へ
の不要な光の侵入を完全に阻止することができるため好ましい。
【００７５】
　また、光学デバイス１の製造工程のモールド工程は、リードフレーム５２を封止テープ
２０の上に載置した状態で行われたが、必ずしも封止テープ２０を用いる必要はない。た
だし、封止テープ２０を用いた場合には、上側金型と下側金型とでリードフレーム５２の
上下面をクランプすることができるため、金型面とリードフレームの上下面とが密着した
状態を安定して得ることができる。すなわち、金型面とリードフレームの上下面とを密着
させて可塑性樹脂を充填させることができる。その結果、成形による樹脂ばりの発生が効
果的に抑制されるとともに、実装部１４がデバイス基板１０に露出してなる構造が得られ
るために光学デバイス１を配線基板１０１に取り付ける場合の半田接合が容易になるなど
、実装の容易化，迅速化を図ることができる。
【００７６】
　本発明は、上記実施形態３について、以下のような構成としてもよい。
【００７７】
　半導体素子チップ３０３はパッケージされて収容部内に設けられてもよいし、パッケー
ジされることなく裸のまま収容部内に設けられてもよい。また、半導体素子チップ３０３
は、電源ICや周辺部品であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００７８】
　以上説明したように、本発明は、例えば、光を放射または受光する光学素子が形成され
ている光学素子チップを備えた光学デバイス及びその光学デバイスを備えた光学装置など
に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】実施形態１における光学デバイス１の構造を示す図である。
【図２】実施形態１における光学装置１００の構造を示す断面図である。
【図３】実施形態１における光学デバイス１の製造工程を示す断面図である。
【図４】実施形態１における光学デバイス１の一部の製造工程を示す断面図である。
【図５】実施形態２における光学装置２００の構造を示す断面図である。
【図６】実施形態２における光学装置２００の製造工程の一部を示す断面図である。
【図７】実施形態３における光学装置３００の構造を示す断面図である。
【図８】従来例における半導体装置の構造を示す断面図である。
【符号の説明】
【００８０】
１　　光学デバイス
２　　開口部
５　　光学素子チップ
５ａ　　光学素子形成面
６　　透光性部材
１０　　デバイス基板
１２　　導電部
１４　　実装部
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１００，２００，３００　　光学装置
１０１，２０１，３０１　　配線基板
１０１ａ　　収容部（凹部）
２０１ａ　　収容部（貫通孔部）
２０２　　封止材
３０３　　半導体素子チップ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】
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